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Elektronikus ballasztaramkdr nagyintenzitasu kisilési lam-

padk mikodtetéséhez és mikodtetési eljaras

A talalmany targya elektronikus ballasztaramkdér nagyinten-
zitasu kisllési lampdk mikodtetéséhez és mikodtetési eljarés.
Az aramkdr része fesziltségvezérelt egyenadramu aramforras, és
az aramforrashoz elektromosan csatlakoztatott, tobb(H-=
tranzisztort tartalmazé H-hid. A H-hidhoz lampafoglalat van
csatlakoztatva, tovabba a(ﬁ;hfaytranzisztorok legalédbb egyiké-
hez a H-hidon keresztilfolyd® aram maximadlis értékét korlatozd
szabdlyozd aramkor csatlakozik elektromosan. Az eljarads soran
gyuajtéfesziltséget adunk a kisilési lampara, és vezérld fe-
szliltséget biztositunk a l&mpaval sorba kapcsolt tranziszto-
roknak. fvfesziiltséget adunk a kisiilési lampara, amig létre
nem jon az ivkisillés. Az ivkislilés megindulédsa utan Ggy szaba-
lyozzuk a tranzisztorok egyikének vezérléfesziltségét, hogy

ezzel a tranzisztoron keresztilfolyé aramot korlatozzuk.
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Elektronikus ballasztdramkoér nagyintenzitdsud kisilési lam-

padk mikodtetéséhez és mikodtetési eljaréas

A talalmany targya elektronikus ballasztdramkér és eljaras
az aramkor mikodtetéséhez. Az elektronikus Aramkdr detektalja
és korlatozza a fellépd tularamot, kildéndsen nagyintenzitésﬁ
kistlési lampaban (HID) fellépd tulfesziltségeket.

A tipikus D1 nagyintenzitasu kisilési lampakban gyujtas
utan bekapcsolési tuladram lép fel. Ennek az aramnak a névleges
maximuma 30 A. Az ilyen tipusu lampdk, mint minden gépjarmiben
hasznalt HID &ramkér, H-hidat vagy teljes hidat hasznalnak
kapcsoldaramkdrként, ezzel biztositva a lampanak szikséges
valtakozé aramot. A 30 A-es tularam a H-hid vezérld aramkodr-
ének kiszamithatatlan mikédését, vagy a H-hid MOSFET kapcsolod-
inak meghibdsodasat okozhatja.

A nagy aram elektronikus ballasztaramkdrrel ‘vald kezelése
tobbféle médon is megvaldésithatdé. Az egyik lehetséges megoldés
az adott nagysagu aramot, vagyis a rendszerben fellépd maxima-
lis &ramot, vagy tobbet elviseld alkatrészek, példaul MOSFETek
hasznalata. A magas aramterhelhet&ségl alkatrészek hasznalatéa-
nak egyik hatranya, hogy dragabbak a hagyomanyos alkatrészek-
nél. A nagy terhelhetéségl alkatrészek emellett altaldban na-
gyobbak és nehezebbek alacsony terhelhetéségi megfeleldiknél.
A legtobb alkalmazasban az alkatrészek altal elfoglalt hely és

az alkatrészek sulya minimalis kell, hogy legyen.
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A tularam kezelésének masik médja, hogy a bekapcsolasi
aramot szabdlyozd alkatrészt iktatunk be. Ilyen alkatrészek
lehetnek, bar nem kizardlagosan, az alabbiak: a Huber és masok
altal az US 5,719,473-ban leirt aktiv feszliltség-simitd fe-
sziltségnoveld aramkorben alkalmazott tirisztor vagy tirisz-
tor-par; a szintén Huber &ltal jegyzett US 5,877,61l4-ban leirt
lépcsdés fesziiltségszabdlyozdként vagy zardoszcillatorként meg-
valdésitott végerdsité-fokozat; a Twardzik altal az US
6,078,144-ben leirt oszcilldld transzformator; az EPO 757,420-
ban leirt hiszterézissel rendelkezdé multivibrator; vagy ele-
gendé voltszekundum teljesitménnyel rendelkezé fojtdtekercs. A
fojtétekercset &ltaldban sorba szoktdk kapcsolni a lampaval a
csucsaram korlatozaséanak érdekében. A fentiek kozil barmely
alkatrész felhaszndldsa noéveli a rendszer méretét, bonyolult-
sagdt és eldallitasi koltségét.

A taladlmany célja létezd alacsony terhelésli MOSFETet fel-
hasznald, a keresztilfolyd Aramot korlatozdé H-hidas aramkodr
megaddsa.

A taldlmany célja tovabbd a H-hidban felhaszndlt MOSFET
kapufesziiltségének csdokkentése a lampa begyujtasat kovetd idds-
résben, a MOSFETen keresztilfolydé aram korlatozasa érdekében.

A talalmany célja tovabba a MOSFETen keresztilfolyé &ramot
parazita kapacitas segitségével korlatozé eljards megadasa.

A taldlmany ezeket a célokat legaldbb egy létezd H-hidas
MOSFET kapcsolas felhaszndlasaval éri el, ezzel korlatozva a
D1 lampa tularamat a létezd alkatrészek terhelhetdségén beluli
értékre. A taldlmany felhasznalja az aramkdr kiviteli példaban
leirt mikoddése soran keletkezd parazita kapacitast. Ha az

aramkdrben 1évé egyik ellenallasrdl fesziltséget veszink le a



parazita kapacitas kislitése érdekében, az csokkenti a MOSFET
kapujan fellépd fesziltséget. A kapu ekkor részlegesen zar, és
ezzel korlatozza a MOSFETen keresztilfolyd &ramot. A taldlmany
alkalmazasanak eldénye, hogy a tuldram észlelésével és korlato-
zdsaval elkerlilhetd kilsdé alkatrészek vagy koltséges és tulmé-
retezett MOSFET kapcsoldk hasznalata.

A taldlmany lényege megérthetd a csatolt &bra alapjan,
amely a taldlmany szerinti nagyintenzitasu kisidlési lampdk mi-
kodtetéséhez haszndlhatd elektronikus ballasztaramkdr egy elé-
nyos kiviteli példajat abrazolja.

A talalmany targyéanak, eldényeinek és lehetéségeinek -jobb
megértése érdekében az alabbiakban a taldlmany egy kiviteli
példajanak leirasa kovetkezik, osszhangban az igénypontokkal
és a fent emlitett csatolt abréaval.

A taldlmany egy eldényds kiviteli példaja lathatdé a mellé-
kelt abran. Ebben a kiviteli példaban az 50 kisuilési lampa
gépjarmiben hasznalt D1 nagyintenzitdsu kisltlési lampa.. Az 50
kisilési lampa egybe lehet épitve 60 gyujtd transzformatorral.
Az 50 kisulési lampat és 60 gyujtd transzformadtort a 70 szag-
gatott korvonalu téglalapban 1évé kapcsolas abrazolja.

A fénycsbeldtét egyenaramu kimenete a 30 H-hidas kapcsolé-
adramkorbe van betadpléalva. Barmilyen, megfeleld modulacidval
rendelkezé eldétét haszndlhatd. A 30 H-hidas kapcsolddramkodr
fesziiltség kimenete kdrilbelidl 500 Hz frekvenciaju négyszog-
hulldm. A H-hidas &ramkodr alkatrészeinek és mikodésének leira-
sa az alabbiakban kovetkezik.

Az 50 kisilési lampanak van hagyomanyos, zart 51 kislilési
csbve benne a meghatdrozott kislilési térrel. Az 51 kisilési

cs6 igény szerint lehet atlatszé, vagy attetszéd. A kisilési
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tér hagyomanyos médon, higanymentes halogén toltdgazzal van
toltve.

Az 50 kisllési lampaba két elektrdéda van beépitve ivkisi-
lés létrehozasara. Példaul az 51 kisllési csdbe hagyomanyos
médon a két végén 53 és 54 elektrdédidk vannak beépitve. Az 54
elektrdéda elektromosan kapcsolddik a 66 csatlakozdhoz, és az
53 elektrdéda elektromosan Ossze van kotve a 68 csatlakozdhoz
kapcsolt, és ezzel az 51 kisilési csovet a 30 H-hidas kapcso-
l16aramkorrel 0Osszekdotd 60 gyujtd transzformitorral.

A 30 H-hidas kapcsoldaramkor négy MOSFETet tartalmaz; két
Q05 és Q6 MOSFETet az alsdé oldalon és két Q7 és Q8 MOSFETet a
felsé oldalon. Allandésult allapotu milkédés soran az Aramkor
allanddan valtogat a Q6, Q8 be-, Q5, Q7 kikapcsolva, és a Q6,
Q8 ki-, Q5, Q7 bekapcsolva allapotok kdzott. Mivel a taldlmany
csak a gyujtast megeldz8, és a kdzvetlenll utana kovetkezd
id&északra vonatkozik, az aramkor leirdsa Q6 és Q8-ra korlato-
z6dik, kiloéndsen a Q8 MOSFET kapujadra kapcsolt detektaléd- és
vezérl&aramkorre.

A Q6 és Q8 MPSFETek gyuitas eldtt, kozben és kozvetleniil .
utdna bekapcsolt &llapotban vannak. A Q8-hoz tartozdé B fazisu
.jelforrads (PHB) kapcsolt egyendrama forrds, vagyis a jelforrés
-85 V és a foldpotenciadl kézott leng, kédrilbelil 500 Hz-es
frekvencidval. A Q7-hez tartozdé jelforras (PHA - nincs abra-
zolva) ugyanilyen médon mikddik. A két PHA és PHB jelforrés
fazisa egymashoz képest 180 fokkal el van tolva és koriilbelil
50%-0s teljesitménnyel mikodnek.

Az abran a talalmany szerinti Q8 szigetelt kapus eszk&zhoz
tartozdé kapu-meghajtdé (vezérld) aramkor kiviteli példaja lat-

haté. Ebben a kiviteli példaban a Q8 szigetelt kapus eszkoz



MOSFET. A szakteriileten jaratosak szamdra azonban nyilvanvalo,
hogy a kapu-maghajté &ramkér hasznalhatd mas FETek, IGBT-k és
MCT-k meghajtésara is. Természetesen egy kapu-meghajtdé aramkor
egy vagy tobb Q szigetelt kapus eszkdzt is meghajthat.

A kapu-meghajtdé dramkorben van az eldtétaramkdér Vout fe-
sziiltségkimenetének magas oldaladra, és az aramforras alacsony
oldalaval osszekotott R14 ellendllassal sorba kapcsolt ener-
giatarold C28 kondenzator. A C28 kondenzator parhuzamosan van
kapcsolva a D7 Zener-didédaval. Természetesen a talalmany mas
kivitel példaiban a D7 diéda nem feltétleniil Zener-didda. A
C28 kondernzator, R14. ellendllas és D7 Zener-didda egyittesen
szabalyozott tapként szolgalnak a Q11 tranzisztor szamara. A
Q11 és Q15 tranzisztorok totem-pole kapcsolasba vannak kap-
csolva a C28/R14 o6sszekdttetés és az aramforras magas oldala
kdzé, amint az az 1. a&bran lathaté. Az abrazolt kiviteli pél-
daban a totem-pole kapcsolas a Q11 npn tranzisztorbdl és a ve-
le sorba kotott elsd Q15 pnp tranzisztorbdl &ll. A Q11/Q15
tranzisztorok emitterei és a Q8 MOSFET kapuelektrddja koézé van
kapcsolva az R79 ellenallas.

Egy masodik Q39 pnp tranzisztor aramforrasként szolgal 10
'V egyendram fenntartdsara az R75 ellendllason keresztil. Az
R75 ellendlléas az aramforras magas oldalahoz van kapcsolva,
sztatikus védelemként, és a Q8 MOSFET kapujanak lehuzaséra,
azaz a Q8 MOSFET lekapcsolasara szolgdl. Vagyis a Q39 pnp
tranzisztor és az R75 ellendllds szintathelyezd aramkért al-
kotnak. A szakteriileten jaratosak szamdra azonban nyilvanvaléd,
hogy barmely meghajtdé aramkdér vagy eszkdz hasznalata is bele-
tartozik a taldlmany érvényességi korébe.

A kapu-meghajté aramkdr tartalmaz tovabba a B fazisu PHB
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jelforras és a Q39 pnp tranzisztor emittere kozé sorba kap-
csolt R76 ellendllast. A PHB jelforras a Q8 szigetelt kapus
eszkdzt periodikusan be- és kikapcsolja. Mint fentebb emlitet-
tik, a PHB jelforrads és a Q7 tranzisztort vezérlé PHA jelfor-
ras fazisa egymashoz képest 180°-kal el van tolva.

A PHB jelforrastdél szarmazd Vb meghajtd fesziltség meg-
hajtja Q8 kapujat, ezzel bekapcsolva a Q8 szigetelt kapus esz-
kozt. A Q8 szigetelt kapus eszkdz teljesen bekapcsolt allapot-
ban tartadasdhoz szikséges fesziltség 5 V és 8 V kozdott van. Ez
a fesziltség korilbeliil megegyezik az R75 ellenallason esd fe-
szliltség és a Ql1 tranzisztor bazisa és emittere kozott esd
fesziiltség kiildnbségével.

A fent leirt aramkoéri elrendezésbdl kovetkezden a Q39 pnp
tranzisztor bazisa és kollektora kozoétt parazita kapacitéas (C
parazita) jon létre. Az Aramkdr ilyen elrendezése altalédban
nemkivanatos, mert C parazita kapacitds megjelenése lassitja
az aramkdSr- kapcsolasi sebességét. A taldlmany azonban C para-
zita kapacitas €ddig ismeretlen felhasznalasi modjat ismerte-
ti, mellyel csodkkenthetd a MOSFETeken atfolyd maximélis Aram
értéke.

A Q8 MOSFETen atfolyé maximalis aram értékének csodkkentése
- érdekében ‘a H-hidas kapcsolasban folydé &ramot kell csokkente-
ni. Ezt a csokkenést C parazita kapacitas kisitésével érjuk
el. A C parazita kapacitéds kislitéséhez sziikséges aram Q39
tranzisztortdél jon. Mivel a kisitési aram szintén az R75 el-
lendllason 10 V egyenfeszilltséget fenntartdé forrasbdél (Q39)
szarmazik, az R75 ellendllason keresztiilfolyd aram szikségkép-
pen lecsdkken. Az R75 ellendllason keresztilfolyd dram csdkke-

nésével aranyosan csdkken az R75 ellendllason esé fesziiltség



is. Amint fentebb leirtuk, a Q8 MOSFET kapujan 1lévé fesziiltség
korilbelil megegyezik az R75 ellendllason esé feszliltség és a
Q11 tranzisztor bazisa és emittere kozdtt esd feszilltség kiu-
lonbségével. Ebbél kifolydlag az R75 ellendllason esd fesziilt-
ség csdkkenésével csokken a Q8 MOSFET kapujan 1évé fesziiltség
is. A Q8 MOSFET kapujan 1lévé fesziiltség 2 V - 4 V ko6zé csdk-
ken. Ez a feszlltségesés megnoveli a MOSFET csatorna impedan-
cidjat, és ezzel korilbelil 20 A-re csdkkenti a Q8-on keresz-
tilfolyd aramot.

Az 50 kisilési lampa kezdetben kikapcsolt &llapotban van,
és kikapcsolva ‘is marad, amig a 60 gyujtdé transzformdtor sze-
kunder oldalan a feszlltség elegendd nem lesz az 50 kistilési
lampa begyujtasdhoz. Az eldététaramkdr dltaldban korilbelil -
400 V egyenfesziiltséget ad. Gyujtas soran ehhez még koériilbeliil
-600 V egyenfesziltség adddik hozza, és az Osszeg megjelenik a
60 gyujtd transzformadtor primer oldalan. A 60 gyujtd transz-
Tormator primer oldaldn tehat oOsszesen korulbeliul =1000 "V
egyenfesziiltség jelenik meg. A 60 gyaijtd transzformétor sze-
kunder oldalan ekkor koritlbelil 23000 V a kimend fesziultség,
ami mar elegendé a lampa begyujtasédhoz.

A gyujtasi folyamat nulla és 6t mikroszekundum  kozdtti
ideig tart. A gyujtas kezdetén az 50 kistlési lampa elkezd
»izzani” (kodfénykisilés), de még nem jon létre ivkisiilés.
Ezért aram még nem folyik és igen magas, kozel végtelen ellen-
allas van. A lampaban létre kell jonnie az ivkisiilésnek ahhoz,
hogy aram tudjon folyni. A Vout-on 1évé korilbelul -400 V
egyenfesziilltség adja az aram beinditdsdhoz és az ivkisililés
létrehozasahoz sziikséges energidt. Amint a lampéban létrejott

az iv, a lampa ellendllésa korilbelil 10 Ohmra csokken és az
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dramkorben tularam indul meg. Korilbelil 13 mikroszekundum
alatt az &ram nullardél maximadlisan korilbelil 20 A-re emelke-
dik, a fent leirt szabalyozd aramkdr mikodésének kdszodnhetden.

Amint az aram kozelit maximalis értékéhez, a Vout-on 1lévé
-400 V egyenfesziltség fokozatosan nullara csokken. Ez az ere-
dé fesziltségcsokkenés C parazita kapacitast hoz létre az
aramkor fent leirt elrendezésébdl kovetkezbden. Mivel a Q39
tranzisztor 10 V egyenfeszlltséget tart fenn az R75 ellenalla-
son, a C parazita kapacitdsra eredetileg -390 V egyenfeszilt-
ség jut. Ez a fesziilltség a novekvd drammal szintén nulldhoz
tart.

A C parazita kapacitas ugy lett feltdltve, hogy pozitiv
oldala foldpotencidlon van, negativ oldala pedig az R75 ellen-
allas felsd kivezetéséhez csatlakozik. C parazita kapacités
kisitéséhez az aramnak C parazita kapacitason keresztil az R75
ellendllas feldl C parazita kapacitas foldelt végére kell
folynia. C parazita kapacitds kisltéséhez haszndlt dram Q39
tranzisztortdl jon. Mivel ez az aram normalis esetben az R75
ellendllason esé 10 V egyenfesziultség fenntartasara forditéd-
dik, ezen aram eqgy részét C parazita kapacitas kislitésére for-
ditva, az R75 ellendllason keresztilfolyd aram, és ebbdl ko-
vetkezden a rajta esé fesziltség is lecsokken. Ennek eredmé-
nyeképpen Q8 MOSFET kapujan lévé fesziltség 2 és 4 V kozé
csdkken. A Q8 MOSFET kapujan 1lévé feszliltség csdkkentése meg-
noveli Q8 MOSFET impedanciajat, és a Q08 MOSFET kapujan beko-
vetkezé fesziiltségesés megndveli a source és drain elektrédak
kozotti feszliltséget O0-rél 150 V-ra, ez pedig a lampa maxima-
lis 4ramat az ilyen eszkozokben hagyomadnyosan el&Sforduld 30 A

helyett 20 A értékilre korlatozza. Ez azt jelenti, hogy a
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MOSFETek, és ebbdél kifolydlag az egész eszkdz kisebb lehet.

Az aramkorlatozas az elsé B fazisu ciklus alatt todrténik
meg. Amint a lampa eléri az &llanddsult lUzemallapotot, a B fa-
zis és A fazis ugy valtogatjadk egymast, hogy vagy Q6 és Q8,
vagy pedig Q5 és Q7 vannak bekapcsolva. A rendszerben a fe-
sziiltség olyan értéken lesz tartva, hogy a lampa fogyasztéasa
35 W legyen. A 35 W-os energiafogyasztas koérilbelil 85 V-os
névleges Vout fesziiltséget jelent, de a fesziltség értéke 60
és 100 V kozott barmekkora lehet.

Az aramkoért a4t lehet alakitani ellenkezdé irdnyu mikoddésre
is, -ahol az &ramkorlatozas az elsé A fazisu ciklusban torté-
nik. Kilsé adramkodroket lehet csatlakoztatni, és a f& dramfor-
rast vezérld mikroprocesszort is fel lehet hasznalni az aram-
kér ellentétes iranyu mikodtetésére.

Az itt leirt kiviteli példa a szemléltetést szolgalja, a
taldlmany nem korlatozdédik kizardlag erre. Nyilvanvald, hogy a
taldlmdny mas megvaldsitasai is lehetségesek a talalmany 8szel-

lemétsbl és érvényességi korétdl vald eltérés nélkil.
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Szabadalmi igénypontok

1. Elektronikus ballasztaramkor, azzal jellemezve, hogy az
adramkor része fesziltségvezérelt egyendrami aramforréas, és az
aramforrashoz elektromosan csatlakoztatott, tobb H-hid tran-
zisztort tartalmazé H-hid, és a H-hidhoz csatlakoztatott lam-
pafoglalat, tovabbad a H-hid tranzisztorok legaldbb egyikéhez
elektromosan csatlakoztatott, a H-hidon keresztilfolyd aram
maximalis értékét korlatozd szabldlyozd aramkor.

2. Az 1. igénypont szerinti ballasztAramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy az aramkor része tovabba a kisilési lampaval sorba
kapcsolt, és a H-hiddal a H-hid tranzisztorok kozdtt Osszekd-
tott gyujtd transzformator, és a tranzisztorok kézott van az
dramforrds alacsony oldala és a lampa elsdé kivezetése kozé
kapcsolt elsé tranzisztor, ahol a lampa masodik, szemkdzti ki-
vezetése elektromosan Ossze van kotve a gyujtd transzformator
elsé csatlakozdjaval, tovabba a gyldjtd transzformator masodik
csatlakozéja és az aramforras alacsony oldala kozé kapcsolt
masodik tranzisztor, valamint az Adramforrads magas oldala és a
gydjtéd transzformadtor masodik csatlakozdja kozé kapcsolt har-
madik tranzisztor, és az adramforrads magas oldala és a kisiilési
lampa elsd kivezetése kozé kapcsolt, a szabalyozdé aramkdrhdz
elektromosan csatlakoztatott negyedik tranzisztor.

3. A 2. igénypont szerinti ballasztiramkér, azzal jelle-
mezve, hogy a tranzisztorok MOSFETek.

4. A 2. igénypont szerinti ballasztdramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy a kisiilési lampa nagyintenzitdsu kisiilési lampa.

5. A 3. igénypont szerinti ballasztaramkdr, azzal jelle-
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mezve, hogy a szabdlyozdé aramkor része meghajtd jelforras, és
az adramforras magas oldalahoz elektromosan csatlakoztatott ka-
tédellenédlléas, és bazisaval az dramforras alacsony oldalahoz,
kollektoraval a katdédellenallashoz, emitterével a meghajtd
jelforrashoz csatlakoztatott aramforras tranzisztor, tovabba
badziscsatlakozdéjukkal a katddellendllashoz csatlakoztatott el-
s kapu-meghajtd és masodik kapu-meghajtdé tranzisztorok, to-
vabba a negyedik tranzisztor elektromosan kapcsolédik az elsé
kapu-meghajté tranzisztor emitteréhez, és az aramforras tran-
zisztor bazisa és kollektora ugy van Osszekdtve, hogy kozottik
parazita ellenallas jo6jjon létre.

6. Az 5. igénypont szerinti ballasztaramkodr, azzal jelle-
mezve, hogy a H-hidnak része tovabba az aramforras alacsony
oldaldhoz elektromosan csatlakoztatott ellendlléds, és az el-
lendllashoz kondenzator van elektromosan csatlakoztatva, to-
vabba a kondenzatorral Zener-didéda van parhuzamosan kapcsolva.

7. Az 1. igénypont szerinti ballasztaramkor, azzal jelle-
mezve, hogy a szabdlyozd adramkdrben van az Adramforrds magas
oldaladhoz kapcsolt ellendlléds, és az ellendllashoz kapcsolt, a
legalabb egy H-hid tranzisztor kozil az egyik szamara vezérld-
fesziltséget biztositdé aramforras.

8. A 7. igénypont szerinti ballasztaramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy az aramforréds alacsony oldala és az ellendllasbdl
és aramforrasbdél 4116 kapcsolas kozott elem van elhelyezve, és
ez az elem elvezeti az aramot az ellendllastdél, ha az aramfor-
ras altal biztositott fesziltség lecsdkken.

9. A 8. igénypont szerinti ballasztaramkor, azzal jelle-
mezve, hogy az aramforrds része aramforrads tranzisztor, és a

legalabb egy H-hid tranzisztor kapuval rendelkezdé MOSFET, to-
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vabba az emlitett elem az aramforrds tranzisztor bdzisa és
emittere kozott létrejovd parazita kapacitas.

10. A 9. igénypont szerinti ballasztdramkodr, azzal jelle-
mezve, hogy az aramkérben van bazissal és transzmitterrel ren-
delkezd elsd totem-pole tranzisztor, és van bazissal és
emitterrel rendelkezd masodik totem-pole tranzisztor, tovabba
mindkét tranzisztor bazisa 0ssze van kotve az ellendlléassal,
és mindkét tranzisztor emittere elektromosan O6ssze van kodotve a
H-hid tranzisztorok egyikének kapuelektrdédjaval.

11. Elektronikus ballasztdramkoér, azzal jellemezve, hogy
az Aaramkor része feszlltségvezérelt egyenaramu aramforras, és
az aramforrashoz elektromosan csatlakoztatott, tobb H-hid
tranzisztort tartalmazé H-hid, és a H-hidhoz csatlakoztatott
lampafoglalat, tovabba a tobb H-hid tranzisztor koézudl az egyik
vezérlésére szolgadld eszkdz a H-hidon keresztulfolyd &ram ér-
tékének korlatozasara.

12. A 11. igénypont szerinti ballasztaramkér, azzal jelle-
mezve, hogy az aramkor része tovabba kisillési lampaval sorba
kapcsolt, és a H-hiddal a H-hid tranzisztorok koézdétt Osszekd-
tott gyujtd transzformator, és a tranzisztorok koézoétt van az
adramforras alacsony oldala és a lampa elsdé kivezetése kozé
kapcsolt elsé tranzisztor, ahol a lampa masodik, szemkdzti ki-
vezetése elektromosan Ossze van kotve a gyujtd transzformator
elsd csatlakozdjaval, tovabba a gyujtd transzformadtor masodik
csatlakozb6ja és az aramforras alacsony oldala koézé kapcsolt
masodik tranzisztor, valamint az aramforrds magas oldala és a
gyujtdé transzformdtor masodik csatlakozdja kozé kapcsolt har-
madik tranzisztor, és az aramforras magas oldala és a kistlési

lampa elsé kivezetése kozé kapcsolt, a szabalyozd eszkdzhdz
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elektromosan csatlakoztatott negyedik tranzisztor.

13. A 12. igénypont szerinti ballasztdramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy a tranzisztorok MOSFETek.

14. A 12. igénypont szerinti ballasztaramkor, azzal jelle-
mezve, hogy a kisillési lampa nagyintenzitasu kisilési lampa.

15. A 13. igénypont szerinti ballasztaramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy a szabalyozd aramkdr része meghajtd jelforréas, és
az aramforras magas oldaldhoz elektromosan csatlakoztatott ka-
tédellendlléas, és bazisaval az aramforras alacsony oldaléahoz,
kollektoraval a katddellendllashoz, emitterével a meghajtod
jelforrdshoz csatlakoztatott dramforras tranzisztor, tovabba
baziscsatlakozbéjukkal a katdédellendlladshoz csatlakoztatott el-
sé kapu-meghajtdé és masodik kapu-meghajté tranzisztorok, to-
vabba a negyedik tranzisztor elektromosan kapcsoldédik az elséd
kapu-meghajtdé tranzisztor emitteréhez, és az aramforrds tran-
zisztor bazisa és kollektora ugy van Osszekdtve, hogy kozottik
parazita ellendllas j6jjon létre.-

16. Az 15. igénypont szerinti ballasztaramkor, azzal jel-
lemezve, hogy az aramkor része tovabbd a H-hid alacsony olda-
ldhoz elektromosan csatlakoztatott ellendlléas, és az ellendl-
ladshoz kondenzator van elektromosan csatlakoztatva, tovabbéa a
kondenzatorral Zener-didéda van parhuzamosan kapcsolva.

17. Az 11. igénypont szerinti ballasztaramkdr, azzal jel-
lemezve, hogy a szabalyozdé aramkdérben van az aramforrds magas
oldaldhoz kapcsolt ellenallds, és az ellendllashoz kapcsolt, a
legalabb egy H-hid tranzisztor koézidl az egyik szamdra vezérlé-
fesziltséget biztositdé aramforras, és az aramforrds alacsony
oldala és az ellendllasbdél és aramforrds tranzisztorbdél alld

kapcsolas kozott elem van elhelyezve, és ez az elem elvezeti
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az aramot az ellendlléastdl, ha az adramforrds 4ltal biztositott
feszliltség lecsokken, és az dramforrasban van tranzisztor, és
a legalabb egy H-hid tranzisztor kapuval rendelkezd MOSFET,
tovadbbd az emlitett elem az Aaramforrds tranzisztor bazisa és
emittere kozott létrejovd parazita kapacités.

18. A 17. igénypont szerinti ballasztaramkdr, azzal jelle-
mezve, hogy az aramkdrben van bdzissal és emitterrel rendelke-
z86 elsd totem-pole tranzisztor, és van bdzissal és emitterrel
rendelkezé masodik totem-pole tranzisztor, tovadbba mindkét
tranzisztor bazisa 0ssze van kotve az ellendllassal, és mind-
két tranzisztor emittere elektromosan 6ssze van kdtve a H-hid
tranzisztorok egyikének kapuelektroédjaval.

19. Eljaras nagyintenzitasu kisulési lampa aramkdrének mii-
kodtetésére, azzal jellemezve, hogy az eljards soran gyujtédfe-
sziltséget adunk a kislilési lampara, és vezérld fesziiltséget
biztositunk a lampaval sorba kapcsolt tranzisztoroknak, és iv-
fesziltséget adunk a kisilési lampara, amig létre nem jon az
ivkisilés, tovabba az ivkisilés megindulasa utan Ggy szaba-
lyozzuk a tranzisztorok egyikének vezérldéfesziltségét, hogy a
tranzisztoron keresztilfolyé aramot korlatozzuk.

20. A 19. igénypont szerinti eljéras, azzal jellemezve,
hogy a gyujtéfesziiltség rdadasa soran az ivfesziiltség konden-
zatort tolt fel, és az &ram korlatozasa sordn a kondenzator
toltését kisttjik, ezzel aramot vonunk el a katdédellendlléas-

tél, és ezaltal csokken a vezérléSfesziltség.
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